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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ素子内部で生じる全反射を抑制でき、
発光層に閉じ込められる光が外部に取り出せるので、光
取り出し効率が向上し、高い輝度を有する有機ＥＬ表示
装置の提供。
【解決手段】少なくとも１層の屈折率が１．６以上であ
る高屈折率層と、少なくとも１層の屈折率が１．６未満
である低屈折率層とを有する有機ＥＬ表示装置であって
、前記低屈折率層が、屈折率が１．６以上である高屈折
率粒子を含有し、前記高屈折率粒子が、前記高屈折率層
と前記低屈折率層の界面から前記高屈折率粒子の平均粒
径の１．０倍～１．２倍の範囲に配置され、前記高屈折
率粒子の平均粒径が０．３μｍ～１μｍである有機ＥＬ
表示装置とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１層の屈折率が１．６以上である高屈折率層と、少なくとも１層の屈折率が
１．６未満である低屈折率層とを有する有機ＥＬ表示装置であって、
　前記低屈折率層が、屈折率が１．６以上である高屈折率粒子を含有し、
　前記高屈折率粒子が、前記高屈折率層と前記低屈折率層の界面から前記高屈折率粒子の
平均粒径の１．０倍～１．２倍の範囲に配置され、
　前記高屈折率粒子の平均粒径が０．３μｍ～１μｍであることを特徴とする有機ＥＬ表
示装置。
【請求項２】
　低屈折率層の屈折率が１．４５以下である請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　高屈折率層が、陽極、陰極、発光層、バリア層、及び高屈折率バッファー層の少なくと
もいずれかである請求項１から２のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　低屈折率層が、光散乱層、接着層、カラーフィルタ、ガラス基板、低屈折率バッファー
層及びオーバーコート層の少なくともいずれかである請求項１から２のいずれかに記載の
有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　陽極と、発光層と、陰極と、バリア層と、光散乱層と、低屈折率バッファー層とをこの
順に有してなり、
　前記光散乱層が、屈折率が１．６以上である高屈折率粒子を含有し、
　前記高屈折率粒子が、前記バリア層と前記光散乱層の界面に接触乃至近接している請求
項３から４のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　陽極と、発光層と、陰極と、バリア層と、高屈折率バッファー層と、光散乱層とをこの
順に有してなり、
　前記光散乱層が、屈折率が１．６以上である高屈折率粒子を含有し、
　前記高屈折率粒子が、前記高屈折率バッファー層と前記光散乱層の界面に接触乃至近接
している請求項３から４のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項７】
　光散乱層の厚みが、高屈折率粒子の平均粒径の１倍～１．２倍である請求項５から６の
いずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　高屈折率粒子が、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＺｎＯ及びＳｎＯ２から選択される少なくとも
１種の無機粒子である請求項１から７のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光取り出し効率が向上し、高い輝度を有する有機エレクトロルミネッセンス
（ＥＬ）表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示装置は自発光型の表示装置であり、ディスプレイや照明の用途に用いられ
る。有機ＥＬディスプレイは、従来のＣＲＴやＬＣＤと比較して視認性が高い、視野角依
存性がないといった表示性能の利点を有する。またディスプレイを軽量化、薄層化できる
といった利点もある。一方、有機ＥＬ照明は軽量化、薄層化といった利点に加え、フレキ
シブルな基板を用いることでこれまで実現できなかった形状の照明を実現できる可能性を
持っている。
【０００３】
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　前記有機ＥＬ表示装置は上記のように優れた特徴を有するが、一般に、発光層を含め表
示装置を構成する各層の屈折率は空気より高い。例えば、有機ＥＬ表示装置では、発光層
など有機薄膜層の屈折率は１．６～２．１である。このため、発光した光は界面で全反射
しやすく、その光取り出し効率は２０％に満たず、大部分の光を損失している。
【０００４】
　このような有機ＥＬ表示装置における光損失に関して、図１を参照にして説明する。
　前記有機ＥＬ表示装置は、基本的には、図１に示すように、ＴＦＴ基板１の上に、背面
電極２、発光層を含み２層又は３層からなる有機層３、及び透明電極４、透明基板５が積
層された構成を有し、背面電極２から注入された正孔と透明電極４から注入された電子が
有機層３で再結合し、蛍光性物質などを励起することにより発光するものである。そして
、有機層３から発光した光は、直接又はアルミニウムなどで形成される背面電極２で反射
して、透明基板５から出射する。
　しかし、図１に示すように、表示装置内部で発生した光は、屈折率の異なる隣接層界面
に入射する角度によっては全反射を起こし、表示装置内部を導波してしまい外部に取り出
すことができない（図１のＬｂ、Ｌｃの光）。この導波する光の割合は隣接層との相対屈
折率で決まり、一般的な有機ＥＬ表示装置（空気（ｎ＝１．０）／透明基板（ｎ＝１．５
）／透明電極（ｎ＝２．０）／有機層（ｎ＝１．７）／背面電極）の場合には、大気（空
気）に放出されず表示装置内部を導波する光の割合は８１％となる。即ち、発光量全体の
１９％しか有効に利用できないこととなる。
【０００５】
　このため、光取り出し効率を向上させるには、（１）透明基板／空気界面で全反射し「
有機層＋透明電極＋透明基板」を導波する光（図１のＬｂ）を取り出す、（２）透明電極
／透明基板界面で全反射し「有機層＋透明電極」を導波する光（図１のＬｃ）を取り出す
施策が必須である。
　これらのうち、前記（１）に関しては、透明基板表面に凹凸を形成し、透明基板／空気
界面での全反射を防ぐ方法が提案されている（特許文献１参照）。
　また、前記（２）に関しては、透明電極／透明基板界面や発光層／隣接層界面を回折格
子状に加工する方法（特許文献２及び特許文献３参照）が提案されている。更に、積層さ
れた有機層間の界面を凹凸に加工して発光効率を増加させる方法（特許文献４参照）も提
案されている。そのうち、上記の発光層／隣接層界面に回折格子を形成する方法は、隣接
層が導電性媒体からなり、回折格子の凹凸の深さは発光層の膜厚に対して４０％程度で、
凹凸のピッチと深さを特定の関係にすることで、導波光を取り出すものである。また、有
機層間の界面に凹凸を形成する方法は、凹凸を挟んで隣接する層は導電性媒体からなり、
発光層の膜厚に対する深さが２０％程度、界面の傾斜角が３０°程度の凹凸を有機層間の
界面に形成し、有機層同士の接合界面を大きくすることで発光効率を増大させるものであ
る。
　しかし、上記方法は加工が難しく、また通電時に絶縁破壊を起こし易い等の問題があり
、有用な光の取り出し方法の更なる開拓が有機ＥＬ表示装置の高効率化のために望まれて
いる。
【０００６】
　これらの問題を解決する一つの手段として、例えば有機ＥＬ面発光体の表面に光散乱層
を付与することで、取り出し効率を改善する手段が提案されている（特許文献５～７参照
）。しかし、これらの提案では、表面で光散乱を起こすと、光の滲みが大きくなり、解像
度が劣化するという問題があった。
　これに対し、陰極の直上に光散乱層を配置することで、光取り出し効率を改善しつつ、
画像のボケを低減させる方法が提案されている（特許文献８参照）。
　しかし、この提案の方法は、光散乱層のベース材料として屈折率が１．５～１．６の材
料を用いており、有機層及び透明電極を導波する光を効率的に取り出すための屈折率とし
ては不適当なものであった。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第４７７４４３５号明細書
【特許文献２】特開平１１－２８３７５１号公報
【特許文献３】特開２００２－３１３５５４号公報
【特許文献４】特開２００２－３１３５６７号公報
【特許文献５】特開２００３－１０９７４７号公報
【特許文献６】特開２００３－１７３８７７号公報
【特許文献７】米国特許出願公開２００９－００１５１４２号明細書
【特許文献８】特開２００６－１０７７４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、従来における前記諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、有機ＥＬ素子内部で生じる全反射を抑制でき、発光層に閉じ込められ
る光が外部に取り出せるので、光取り出し効率が向上し、高い輝度を有する有機ＥＬ表示
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するための手段としては以下の通りである。即ち、
　＜１＞　少なくとも１層の屈折率が１．６以上である高屈折率層と、少なくとも１層の
屈折率が１．６未満である低屈折率層とを有する有機ＥＬ表示装置であって、
　前記低屈折率層が、屈折率が１．６以上である高屈折率粒子を含有し、
　前記高屈折率粒子が、前記高屈折率層と前記低屈折率層の界面から前記高屈折率粒子の
平均粒径の１．０倍～１．２倍の範囲に配置され、
　前記高屈折率粒子の平均粒径が０．３μｍ～１μｍであることを特徴とする有機ＥＬ表
示装置である。
　＜２＞　低屈折率層の屈折率が１．４５以下である前記＜１＞に記載の有機ＥＬ表示装
置である。
　＜３＞　高屈折率層が、陽極、陰極、発光層、バリア層、及び高屈折率バッファー層の
少なくともいずれかである前記＜１＞から＜２＞のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置で
ある。
　＜４＞　低屈折率層が、光散乱層、接着層、カラーフィルタ、ガラス基板、低屈折率バ
ッファー層及びオーバーコート層の少なくともいずれかである前記＜１＞から＜２＞のい
ずれかに記載の有機ＥＬ表示装置である。
　＜５＞　陽極と、発光層と、陰極と、バリア層と、光散乱層と、低屈折率バッファー層
とをこの順に有してなり、
　前記光散乱層が、屈折率が１．６以上である高屈折率粒子を含有し、
　前記高屈折率粒子が、前記バリア層と前記光散乱層の界面に接触乃至近接している前記
＜３＞から＜４＞のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置である。
　＜６＞　陽極と、発光層と、陰極と、バリア層と、高屈折率バッファー層と、光散乱層
とをこの順に有してなり、
　前記光散乱層が、屈折率が１．６以上である高屈折率粒子を含有し、
　前記高屈折率粒子が、前記高屈折率バッファー層と前記光散乱層の界面に接触乃至近接
している前記＜３＞から＜４＞のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置である。
　＜７＞　光散乱層の厚みが、高屈折率粒子の平均粒径の１倍～１．２倍である前記＜５
＞から＜６＞のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置である。
　＜８＞　高屈折率粒子が、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＺｎＯ及びＳｎＯ２から選択される少
なくとも１種の無機粒子である前記＜１＞から＜７＞のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装
置である。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明によると、全反射の際に低屈折率層に染み出すエバネッセント波を界面近傍の高
屈折率粒子で散乱させることができるため、結果として有機ＥＬ素子内部で生じる全反射
を抑制できる。これにより光取り出し効率が向上し、高い輝度を有する有機ＥＬ表示装置
を提供することができる。更に、粒子の周りのマトリクス部分を低屈折率とすることで、
空気界面との間で生じる全反射の臨界角を大きくすることができるため、更に取り出し効
率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、自発光表示装置における光取り出し効率低下の原因を説明する説明する
図である。
【図２】図２は、本発明の有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の有機ＥＬ表示装置について詳細に説明する。以下に記載する構成要件の
説明は、本発明の代表的な実施態様に基づいてなされることがあるが、本発明はそのよう
な実施態様に限定されるものではない。なお、本明細書において「～」を用いて表される
数値範囲は、「～」の前後に記載される数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味す
る。
【００１３】
（有機ＥＬ表示装置）
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、少なくとも１層の屈折率が１．６以上である高屈折率層
と、少なくとも１層の屈折率が１．６未満である低屈折率層とを有し、更に必要に応じて
その他の構成を有してなる。
【００１４】
　本発明においては、前記低屈折率層が、屈折率が１．６以上である高屈折率粒子を含有
し、前記高屈折率粒子は、界面から該高屈折率粒子の平均粒径の１．０倍～１．２倍の範
囲に配置される。前記高屈折率粒子が平均粒径の１．２倍を超える範囲に配置されると、
界面より低屈折率層側の屈折率分布が平均化されるため、発生したエバネッセント光を散
乱する強さが減少する。これにより光取り出し効率の向上効果が減少することがある。
　前記高屈折率粒子が、界面から該高屈折率粒子の平均粒径の１．０倍～１．２倍の範囲
に存在するとは、前記高屈折率粒子が、前記高屈折率層と前記低屈折率層の界面に接触乃
至近接していることと同意である。
　前記高屈折率粒子が、前記高屈折率層と前記低屈折率層の界面に接触乃至近接している
とは、前記低屈折率層に含まれる高屈折率粒子が、前記界面に接触している状態、前記界
面には接触していないが界面に近接している状態、及び両者が混在した状態を意味する。
　前記界面に近接している状態とは、界面と前記高屈折率粒子の界面に最も近い点との距
離が、すべての高屈折率粒子について、該高屈折率粒子の平均粒径の０倍より大きく０．
２倍以内の距離にあることを意味する。
【００１５】
　ここで、前記高屈折率粒子が、界面から該高屈折率粒子の平均粒径の１．０倍～１．２
倍の範囲に存在することを確認する方法として、断面ＳＥＭ乃至断面ＴＥＭを用いる方法
がある。断面ＳＥＭとは、サンプルの破断面を作製し、その断面を走査電子顕微鏡で観察
する方法である。断面ＴＥＭとは、サンプルの破断面を作製し、その断面を透過型電子顕
微鏡で観察する方法である。ディスプレイ表面に垂直に破断面を作成し、その電子顕微鏡
像を得ることで、低屈折率層内での粒子の分布を確認することができる。
【００１６】
＜高屈折率層＞
　前記高屈折率層は、屈折率が１．６以上（好ましくは１．６～１．８）である層を示す
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。
　前記有機ＥＬ表示装置を構成する要素のうち、陽極、陰極、発光層、正孔注入層、正孔
輸送層、電子注入層、電子輸送層、バリア層、及び高屈折率バッファー層の少なくともい
ずれかが前記高屈折率層に該当する。
【００１７】
＜低屈折率層＞
　前記低屈折率層は、屈折率が１．６未満（好ましくは１．４５以下であり、更に好まし
くは１．３６以下）である層を示す。前記低屈折率層の屈折率に下限はなく、屈折率が低
いほど光取り出し効率が向上する。この理由は、低屈折率層内もしくは低屈折率層と高屈
折率層の界面の低屈折率層側で散乱された光が全反射により閉じ込められる確率は低屈折
率層の屈折率に依存し、低屈折率層の屈折率が小さいほど閉じ込められる確率が低いこと
による。
　有機ＥＬ表示装置を構成する要素のうち、光散乱層、接着層、カラーフィルタ、ガラス
基板、低屈折率バッファー層及びオーバーコート層の少なくともいずれかが前記低屈折率
層に該当する。
【００１８】
　ここで、本発明の有機ＥＬ表示装置は、陽極及び陰極の一対の電極間に発光層もしくは
発光層を含む複数の有機化合物薄膜を形成した表示装置であり、光が閉じ込められる高屈
折率層に、高屈折率粒子を含有する光散乱層を順次配置したものである。このとき、前記
高屈折率粒子が、前記高屈折率層と前記低屈折率層の界面に接触乃至近接している。
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、発光層のほか正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電
子輸送層、保護層、ディスプレイ表面層などを有してもよく、またこれらの各層はそれぞ
れ他の機能を備えたものであってもよい。各層の形成にはそれぞれ種々の材料を用いるこ
とができる。
【００１９】
　また、高精細度の表示を実現すべく、有機ＥＬ素子とともに、薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）等のスイッチング素子を有してもよい。これはアクティブマトリックス型と呼ばれる
駆動方式であり、有機ＥＬ素子に印加する駆動電圧を制御する薄膜トランジスタ等のスイ
ッチング素子が、基板と有機ＥＬ素子との間に形成されている。有機ＥＬ素子からの発光
をスイッチング素子側から取り出す構成をボトムエミッション型、スイッチング素子の反
対側から取り出す構成をトップエミッション型と呼ぶ。
【００２０】
　本発明の有機ＥＬ表示装置としては、具体的には、以下の（１）及び（２）の態様であ
ることが好ましい。
（１）陽極と、発光層と、陰極と、バリア層と、光散乱層と、低屈折率バッファー層とを
この順に有してなり、
　前記光散乱層が、屈折率が１．６以上である高屈折率粒子を含有し、
　前記高屈折率粒子が、前記バリア層と前記光散乱層の界面に接触乃至近接している。
　この場合、前記高屈折率粒子は、界面から該高屈折率粒子の平均粒径の１．０倍～１．
２倍の範囲にあることが好ましい。
　前記（１）の態様を実現するには、低屈折率のバインダーと、高屈折率粒子とを含有す
る光散乱層を有機ＥＬ表示装置上のバリア層上に、高屈折率粒子の粒径とほぼ同等の厚み
で形成し、その上に低屈折率のバインダーで低屈折率バッファー層を作製する方法が挙げ
られる。
【００２１】
（２）陽極と、発光層と、陰極と、バリア層と、高屈折率バッファー層と、光散乱層とを
この順に有してなり、
　前記光散乱層が、屈折率が１．６以上である高屈折率粒子を含有し、
　前記高屈折率粒子が、前記高屈折率バッファー層と前記光散乱層の界面に接触乃至近接
している。
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　この場合、前記高屈折率粒子は、界面から該高屈折率粒子の平均粒径の１．０倍～１．
２倍の範囲にあることが好ましい。
　前記（２）の態様を実現するには、低屈折率のバインダーと、高屈折率粒子とを含有す
る光散乱層をディスプレイ用基板の光を取り出す側の反対側に、粒子の直径とほぼ同等の
厚みで形成し、その上に高屈折率のバインダーで高屈折率バッファー層を形成する。作製
した光散乱層及び高屈折率バッファー層を有するディスプレイ用基板を有機ＥＬ表示装置
上のバリア層に貼り合せる方法が挙げられる。
【００２２】
＜光散乱層＞
　前記光散乱層は、低屈折率のバインダーと、高屈折率粒子とを含有してなり、更に必要
に応じてその他の成分を含有してなる。
【００２３】
－バインダー－
　前記バインダーとしては、主として紫外線・電子線によって硬化する樹脂、即ち、電離
放射線硬化型樹脂、電離放射線硬化型樹脂に熱可塑性樹脂と溶剤を混合したもの、熱硬化
型樹脂の３種類が使用される。
【００２４】
　前記バインダーは、飽和炭化水素又はポリエーテルを主鎖として有するポリマーである
ことが好ましく、飽和炭化水素を主鎖として有するポリマーであることがより好ましい。
また、バインダーは架橋していることが好ましい。飽和炭化水素を主鎖として有するポリ
マーは、エチレン性不飽和モノマーの重合反応により得ることが好ましい。架橋している
バインダーを得るためには、２つ以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーを用いるこ
とが好ましい。
【００２５】
　前記２つ以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーとしては、例えば多価アルコール
と（メタ）アクリル酸とのエステル（例えば、エチレングリコールジ（メタ）アクリレー
ト、１，４－ジクロヘキサンジアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アク
リレート）、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパン
トリ（メタ）アクリレート、トリメチロールエタントリ（メタ）アクリレート、ジペンタ
エリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）ア
クリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、１，３，５－シクロ
ヘキサントリオールトリメタクリレート、ポリウレタンポリアクリレート、ポリエステル
ポリアクリレート）；ビニルベンゼンの誘導体（例えば、１，４－ジビニルベンゼン、４
－ビニル安息香酸－２－アクリロイルエチルエステル、１，４－ジビニルシクロヘキサノ
ン）、ビニルスルホン（例えば、ジビニルスルホン）、アクリルアミド（例えば、メチレ
ンビスアクリルアミド）、メタクリルアミド、などが挙げられる。これらは、１種単独で
使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。これらの中でも、少なくとも３つの官能
基を有するアクリレートもしくはメタアクリレートモノマー、更には少なくとも５つの官
能基を有するアクリレートモノマーが、膜硬度、即ち耐傷性の観点で好ましく、ジペンタ
エリスリトールペンタアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合
物が市販されており、特に好ましく用いられる。
　これらのエチレン性不飽和基を有するモノマーは、各種の重合開始剤その他添加剤と共
に溶剤に溶解、塗布、乾燥後、電離放射線又は熱による重合反応により硬化することがで
きる。
【００２６】
　前記２つ以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの代わりに又はそれに加えて、架
橋性官能基の反応により、架橋構造をバインダーに導入してもよい。前記架橋性官能基と
しては、例えばイソシアナート基、エポキシ基、アジリジン基、オキサゾリン基、アルデ
ヒド基、カルボニル基、ヒドラジン基、カルボキシル基、メチロール基、活性メチレン基
などが挙げられる。なお、ビニルスルホン酸、酸無水物、シアノアクリレート誘導体、メ
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ラミン、エーテル化メチロール、エステル、ウレタン、テトラメトキシシランのような金
属アルコキシドも、架橋構造を導入するためのモノマーとして利用できる。更にブロック
イソシアナート基のように、分解反応の結果として架橋性を示す官能基を用いてもよい。
即ち、本発明において架橋性官能基は、すぐには反応を示すものではなくとも、分解した
結果反応性を示すものであってもよい。これら架橋性官能基を有するバインダーは塗布後
、加熱することによって架橋構造を形成することができる。
【００２７】
　前記バインダーは、上記ポリマーに加えて、これに高屈折率を有するモノマーを加えて
もよい。前記高屈折率モノマーとしては、例えばビス（４－メタクリロイルチオフェニル
）スルフィド、ビニルナフタレン、ビニルフェニルスルフィド、４－メタクリロキシフェ
ニル－４’－メトキシフェニルチオエーテル、などが挙げられる。
【００２８】
　前記溶剤としては、例えば炭素数が３～１２のエーテル類、炭素数が３～１２のケトン
類、炭素数が３～１２のエステル類、２種類以上の官能基を有する有機溶媒；メタノール
、エタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノール
、ｔｅｒｔ－ブタノール、１－ペンタノール、２－メチル－２－ブタノール、シクロヘキ
サノール、酢酸イソブチル、メチルイソブチルケトン、２－オクタノン、２－ペンタノン
、２－ヘキサノン、２－ヘプタノン、３－ペンタノン、３－ヘプタノン、４－ヘプタノン
が挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　前記炭素数が３～１２のエーテル類としては、例えばジブチルエーテル、ジメトキシメ
タン、ジメトキシエタン、ジエトキシエタン、プロピレンオキシド、１,４－ジオキサン
、１，３－ジオキソラン、１,３,５－トリオキサン、テトラヒドロフラン、アニソール、
フェネトール、などが挙げられる。
　前記炭素数が３～１２のケトン類としては、例えばアセトン、メチルエチルケトン、ジ
エチルケトン、ジプロピルケトン、ジイソブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキ
サノン、メチルシクロヘキサノン、などが挙げられる。
　前記炭素数が３～１２のエステル類としては、例えば蟻酸エチル、蟻酸プロピル、蟻酸
ｎ－ペンチル、酢酸メチル、酢酸エチル、プロピオン酸メチル、プロピオン醸エチル、酢
酸ｎ－ペンチル、γ－プチロラクトン、などが挙げられる。
　前記２種類以上の官能基を有する有機溶媒としては、例えば２－メトキシ酢酸メチル、
２－エトキシ酢酸メチル、２－エトキシ酢酸エチル、２－エトキシプロピオン酸エチル、
２－メトキシエタノール、２－プロポキシエタノール、２－ブトキシエタノール、１，２
－ジアセトキシアセトン、アセチルアセトン、ジアセトンアルコール、アセト酢酸メチル
、アセト酢酸エチル、などが挙げられる。
【００２９】
　前記光散乱層組成物は、バーコーターもしくはスピンコーターにて、有機ＥＬ表示装置
のバリア層上又は陰極上に塗布される。
【００３０】
　前記バインダーとしての電離放射線硬化型樹脂組成物の硬化方法としては、前記電離放
射線硬化型樹脂組成物の通常の硬化方法、即ち、電子線又は紫外線の照射によって硬化す
ることができる。
【００３１】
　例えば、前記電子線硬化の場合には、コックロフワルトン型、バンデグラフ型、共振変
圧型、絶縁コア変圧器型、直線型、ダイナミトロン型、高周波型等の各種電子線加速器か
ら放出される５０～１，０００ｋｅＶ、好ましくは１００～３００ｋｅＶのエネルギーを
有する電子線等が使用され、紫外線硬化の場合には超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀
灯、カーボンアーク、キセノンアーク、メタルハライドランプ等の光線から発する紫外線
等が利用できる。
【００３２】
　前記バインダーは、上記材料に加えて、高屈折率を有する金属酸化物超微粒子等を含有
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させてもよい。高屈折率を有する金属酸化物超微粒子としては、例えばジルコニウム、チ
タン、アルミニウム、インジウム、亜鉛、錫、アンチモンのうちより選ばれる少なくとも
１つの酸化物からなる粒径１００ｎｍ以下、好ましくは５０ｎｍ以下の微粒子を含有する
ことが好ましい。
　前記高屈折率を有する金属酸化物超微粒子としてはＡｌ、Ｚｒ、Ｚｎ、Ｔｉ、Ｉｎ及び
Ｓｎから選ばれる少なくとも１種の金属の酸化物超微粒子が好ましく、具体例としては、
ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｉｎ２Ｏ３、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、Ｓｂ２Ｏ３、ＩＴＯ
等が挙げられる。これらの中でも、ＺｒＯ２が特に好ましい。高屈折率のモノマーや金属
酸化物超微粒子の添加量は、前記バインダーの全質量の１０質量％～９０質量％であるこ
とが好ましく、２０質量％～８０質量％がより好ましい。
【００３３】
　また、前記バインダーは、上記材料に加えて、これに低屈折率を有する超微粒子等を含
有させてもよい。低屈折率を有する超微粒子の例には、粒径１００ｎｍ以下、好ましくは
５０ｎｍ以下のシリカ微粒子を含有することが好ましい。また粒子中に空気を含有してよ
り低屈折率を発現する中空シリカを用いてもよい。前記低屈折率の超微粒子の添加量は、
前記バインダーの全質量の１０質量％～９０質量％であることが好ましく、２０質量％～
８０質量％であると更に好ましい。
【００３４】
　前記光散乱層の厚さは、該光散乱層に含有される高屈折率粒子の平均粒径の１倍～１．
２倍であることが好ましい。これにより、高屈折率層内で全反射が起きた時に光散乱層に
染み出してくるエバネッセント光を界面近傍の粒子で散乱させることができ、光取り出し
効率が向上する。前記光散乱層の厚さが、該光散乱層に含有される高屈折率粒子の平均粒
径の１．２倍を超えると、界面に接する粒子数が減少することで散乱量が減少し、光取り
出し効率が低下することがある。また、界面近傍に粒子数が密に集まる場合は、密に集ま
った粒子が平均化されて屈折率変化の少ない高屈折率層を形成するため、光散乱層に染み
出してくるエバネッセント波を散乱させる力が弱くなり、結果として光取り出し効率が低
下することがある。
　前記光散乱層の屈折率（高屈折率粒子部分を除く）は、１．６未満である。前記屈折率
が１．６以上であると、粒子との屈折率差が小さくなるため散乱量が減少し、光取り出し
効率の向上効果が得られない。
　前記光散乱層の屈折率（高屈折率粒子部分を除く）は、例えば反射分光膜厚計ＦＥ-３
０００（大塚電子株式会社製）といった、反射スペクトルから光学シミュレーションで屈
折率を推定する装置により測定することができる。
【００３５】
＜高屈折率粒子＞
　前記高屈折率粒子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
有機微粒子であっても、無機微粒子であってもよい。
　前記有機微粒子としては、例えばポリメチルメタクリレートビーズ、アクリル－スチレ
ン共重合体ビーズ、メラミンビーズ、ポリカーボネートビーズ、スチレンビーズ、架橋ポ
リスチレンビーズ、ポリ塩化ビニルビーズ、ベンゾグアナミン－メラミンホルムアルデヒ
ドビーズ、などが挙げられる。
　前記無機微粒子としては、例えばＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｉｎ２Ｏ３、Ｚｎ
Ｏ、ＳｎＯ２、Ｓｂ２Ｏ３、などが挙げられる。これらの中でも、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、
ＺｎＯ、ＳｎＯ２が特に好ましい。
【００３６】
　前記高屈折率粒子は、その屈折率が１．６以上であり、１．８以上が好ましい。前記屈
折率が１．６未満であると、前記バインダーとの屈折率差が小さくなるため散乱量が減少
し、光取り出し効率の向上効果が得られないことがある。前記高屈折率粒子の屈折率の上
限はなく、前記バインダーとの屈折率差が大きければ十分な散乱量を得ることができるた
め、光取り出し効率の向上効果が得られる。
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　前記高屈折率粒子の平均粒径は、０．３μｍ～１μｍである。前記平均粒径が、０．３
μｍ未満であると、散乱量が減少し、光取り出し効率の向上効果が得られないことがあり
、１μｍを超えると、塗布むらが生じやすくなることがある。
　ここで、前記高屈折率粒子の平均粒径は、例えば日機装社製ナノトラックＵＰＡ－ＥＸ
１５０といった動的光散乱法を利用した装置や、電子顕微鏡写真の画像処理により測定す
ることができる。
　前記高屈折率粒子の配置は、粒子が低屈折率層と高屈折率層の界面に接触乃至近接する
ように粒子１層の厚みで配置されるのが好ましい。これにより、高屈折率層内で全反射が
起きた時に低屈折率層に染み出してくるエバネッセント光を粒子で散乱させることができ
、光取り出し効率が向上する。高屈折率粒子がその平均粒径を超える範囲（例えば高屈折
率粒子の平均粒径の１．３倍）で存在する場合、粒子が界面から遠く離れた位置に存在す
るため、エバネッセント波を散乱させることがなく、光取り出し効率の向上に寄与しない
。また、粒子の分布厚みが増えると、塗布の均一性、界面平滑性、反射散乱光の増加によ
る表示性能低下といった問題が生じる可能性がある。
　前記高屈折率粒子の前記光散乱層における含有量は、体積充填率で、１．０％～７０％
が好ましく、５％～５０％がより好ましい。これにより低屈折率層と高屈折率層の界面に
屈折率分布の粗密を作ることができ、光散乱量を増加させて光取り出し効率を向上させる
ことができる。
【００３７】
－陽極－
　前記陽極は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層などに正孔を供給するものであり、金属
、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、又はこれらの混合物などを用いることができ、
好ましくは仕事関数が４ｅＶ以上の材料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸
化インジウム、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）等の導電性金属酸化物；金、銀、クロム、
ニッケル等の金属、更にこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物又は積層物、ヨウ化
銅、硫化銅等の無機導電性物質；ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロール等の有機
導電性材料、又はこれらとＩＴＯとの積層物などが挙げられる。これらの中でも、導電性
金属酸化物が好ましく、生産性、高導電性、透明性等の点からＩＴＯが特に好ましい。
　前記陽極の厚みは、特に制限はなく、材料により適宜選択可能であるが、１０ｎｍ～５
μｍが好ましく、５０ｎｍ～１μｍがより好ましく、１００ｎｍ～５００ｎｍが更に好ま
しい。
【００３８】
　前記陽極は、通常、ソーダライムガラス、無アルカリガラス、透明樹脂基板などの上に
層形成したものが用いられる。ガラスを用いる場合、その材質については、ガラスからの
溶出イオンを少なくするため、無アルカリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダ
ライムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施したものを使用することが好
ましい。
　前記基板の厚みは、機械的強度を保つのに十分であれば特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができるが、ガラスを用いる場合には、０．２ｍｍ以上が好ましく、０
．７ｍｍ以上がより好ましい。
【００３９】
　前記透明樹脂基板としては、バリアフィルムを用いることもできる。該バリアフィルム
とはプラスチック支持体上にガス不透過性のバリア層を設置したフィルムである。バリア
フィルムの例としては酸化ケイ素や酸化アルミニウムを蒸着したもの（特公昭５３－１２
９５３号公報、特開昭５８－２１７３４４号公報）、有機無機ハイブリッドコーティング
層を有するもの（特開２０００－３２３２７３号公報、特開２００４－２５７３２号公報
）、無機層状化合物を有するもの（特開２００１－２０５７４３号公報）、無機材料を積
層したもの（特開２００３－２０６３６１号公報、特開２００６－２６３９８９号公報）
、有機層と無機層を交互に積層したもの（特開２００７－３０３８７号公報、米国特許第
６４１３６４５号明細書、Ａｆｆｉｎｉｔｏら著　Ｔｈｉｎ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ　
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１９９６年　２９０－２９１頁）、有機層と無機層を連続的に積層したもの（米国特許出
願公開公報２００４－４６４９７号明細書）、などが挙げられる。
【００４０】
　前記陽極の作製には、材料によって種々の方法が用いられるが、例えばＩＴＯの場合、
電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、化学反応法（ゾル－ゲル法など）、
酸化インジウムスズの分散物の塗布などの方法で膜形成される。陽極は洗浄その他の処理
により、表示装置の駆動電圧を下げたり、発光効率を高めることも可能である。例えばＩ
ＴＯの場合、ＵＶ－オゾン処理などが効果的である。
【００４１】
－陰極－
　前記陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層などに電子を供給するものであり、電子注
入層、電子輸送層、発光層などの陰極と隣接する層との密着性やイオン化ポテンシャル、
安定性等を考慮して選ばれる。陰極の材料としては金属、合金、金属酸化物、電気伝導性
化合物、又はこれらの混合物を用いることができ、具体例としてはアルカリ金属（例えば
Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ等）又はそのフッ化物、アルカリ土類金属（例えばＭｇ、Ｃａ等）又はそ
のフッ化物、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウム－カリウム合金又はそれらの混合金
属、リチウム－アルミニウム合金又はそれらの混合金属、マグネシウム－銀合金又はそれ
らの混合金属、インジウム、イッテリビウム等の希土類金属等が挙げられ、好ましくは仕
事関数が４ｅＶ以下の材料であり、より好ましくはアルミニウム、リチウム－アルミニウ
ム合金又はそれらの混合金属、マグネシウム－銀合金又はそれらの混合金属等である。
　前記陰極の厚みは、特に制限はなく、材料により適宜選択可能であるが、１０ｎｍ～５
μｍが好ましく、５０ｎｍ～１μｍがより好ましく、１００ｎｍ～１μｍが更に好ましい
。
　前記陰極の作製には、例えば電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、コー
ティング法などの方法が用いられ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を同時に蒸
着することもできる。更に、複数の金属を同時に蒸着して合金電極を形成することも可能
であり、またあらかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。
　前記陽極及び陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百Ω／□以下が好ましい。
【００４２】
　前記陰極上に前記バリアフィルムを貼り合せて、ガスの浸入を防ぐともに、ディスプレ
イ表面に保護層を形成してもよい。
【００４３】
－発光層－
　前記発光層の材料は、電界印加時に陽極又は正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入す
ることができると共に陰極又は電子注入層、電子輸送層から電子を注入することができる
機能や、注入された電荷を移動させる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させ
る機能を有する層を形成することができるものであれば何でもよい。前記発光材料として
は、例えばベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ベンゾチアゾール誘
導体、スチリルベンゼン誘導体、ポリフェニル誘導体、ジフェニルブタジエン誘導体、テ
トラフェニルブタジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、クマリン誘導体、ペリレン誘導
体、ペリノン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘導体、ピラリジン誘導体、
シクロペンタジエン誘導体、ビススチリルアントラセン誘導体、キナクリドン誘導体、ピ
ロロピリジン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、スチリ
ルアミン誘導体、芳香族ジメチリディン化合物、８－キノリノール誘導体の金属錯体や希
土類錯体に代表される各種金属錯体等、ポリチオフェン、ポリフェニレン、ポリフェニレ
ンビニレン等のポリマー化合物等が挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし
、２種以上を併用してもよい。
　前記発光層の厚みは、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、１ｎｍ
～５μｍが好ましく、５ｎｍ～１μｍがより好ましく、１０ｎｍ～５００ｎｍが更に好ま
しい。
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　前記発光層の形成方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
きるが、例えば抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子積層法、コーティング
法（スピンコート法、キャスト法、ディップコート法など）、ＬＢ法などが挙げられる。
これらの中でも、抵抗加熱蒸着、コーティング法が特に好ましい。
【００４４】
－正孔注入層、正孔輸送層－
　前記正孔注入層、及び正孔輸送層の材料は、陽極から正孔を注入する機能、正孔を輸送
する機能、陰極から注入された電子を障壁する機能のいずれかを有しているものであれば
よい。その具体例としては、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘
導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピ
ラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体
、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒド
ラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化合物、スチリ
ルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系
化合物、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）誘導体、アニリン系共重合体、チオフェンオリ
ゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子オリゴマー等が挙げられる。これらは、１種単
独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　前記正孔注入層、及び正孔輸送層の厚みは、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができ、１ｎｍ～５μｍが好ましく、５ｎｍ～１μｍがより好ましく、１０ｎｍ～
５００ｎｍが更に好ましい。前記正孔注入層、及び正孔輸送層は、上述した材料の１種又
は２種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる
多層構造であってもよい。
　前記正孔注入層及び正孔輸送層の形成方法としては、真空蒸着法、ＬＢ法、前記正孔注
入輸送剤を溶媒に溶解又は分散させてコーティングする方法（スピンコート法、キャスト
法、ディップコート法など）が用いられる。
　前記コーティング法の場合、樹脂成分と共に溶解又は分散することができ、該樹脂成分
としては、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタ
クリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレン
オキシド、ポリブタジエン、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）、炭化水素樹脂、ケトン樹
脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ＡＢＳ樹脂、ポリウ
レタン、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコ
ン樹脂、などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用し
てもよい。
【００４５】
－電子注入層、電子輸送層－
　前記電子注入層、及び電子輸送層の材料は、陰極から電子を注入する機能、電子を輸送
する機能、陽極から注入された正孔を障壁する機能のいずれか有しているものであればよ
い。その具体例としては、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール
誘導体、フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェ
ニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリ
デンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカ
ルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、８－キノリノール誘導体の金属錯体、メタルフ
タロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表さ
れる各種金属錯体等が挙げられる。
　前記電子注入層、及び電子輸送層の厚みは、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができ、１ｎｍ～５μｍが好ましく、５ｎｍ～１μｍがより好ましく、１０ｎｍ～
５００ｎｍが更に好ましい。
　前記電子注入層、及び電子輸送層は上述した材料の１種又は２種以上からなる単層構造
であってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。
　前記電子注入層、及び電子輸送層の形成方法としては、真空蒸着法やＬＢ法、前記電子
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注入輸送剤を溶媒に溶解又は分散させてコーティングする方法（スピンコート法、キャス
ト法、ディップコート法など）などが用いられる。前記コーティング法の場合、樹脂成分
と共に溶解又は分散することができ、樹脂成分としては例えば、正孔注入輸送層の場合に
例示したものが適用できる。
【００４６】
－バリア層－
　前記バリア層としては、大気中の酸素、水分、窒素酸化物、硫黄酸化物、オゾン等の透
過を防ぐという機能を有する限り、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
きる。
　前記バリア層の材料としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、例えば、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、などが挙げられる。
　前記バリア層の厚みとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
るが、５ｎｍ～１０００ｎｍが好ましく、７ｎｍ～７５０ｎｍがより好ましく、１０ｎｍ
～５００ｎｍが特に好ましい。
　前記バリア層の厚みが、５ｎｍ未満であると、大気中の酸素及び水分の透過を防ぐバリ
ア機能が不充分となることがあり、１０００ｎｍを超えると、光線透過率が低下し透明性
を損なうことがある。
　また、前記バリア層の光学的性質は、光線透過率が８０％以上であることが好ましく、
８５％以上がより好ましく、９０％以上が更に好ましい。
　前記バリア層の形成方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
でき、例えば、ＣＶＤ法などが挙げられる。
【００４７】
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、光取り出し効率が向上し、高い輝度を有し、ボトムエミ
ッション型有機ＥＬ表示装置、及びトップエミッション型有機ＥＬ表示装置のいずれにも
好適に用いられる。
【実施例】
【００４８】
　以下、本発明の実施例を説明するが、本発明は、これらの実施例に何ら限定されるもの
ではない。
【００４９】
（製造例１）
＜有機ＥＬ表示装置の作製＞
　以下のようにして、トップエミッション型有機ＥＬ表示装置を作製した。
　まず、絶縁性基板上にバッファー層を介してＴＦＴを形成し、次いで、全面にＳｉＮ膜
からなる層間絶縁膜層を堆積させたのち、通常のフォトエッチング工程を用いてソース領
域及びドレイン領域に達するコンタクトホールをそれぞれ形成した。
【００５０】
　次いで、全面にＡｌ／Ｔｉ／Ａｌ多層構造導電層を堆積させたのち、通常のフォトエッ
チング工程を用いてパターニングすることによって、ＴＦＴ部上にも延在するようにソー
ス電極を形成するとともに、ドレイン電極を形成した。なお、ソース電極は共通ソース線
から４つの分岐線に分岐している。
【００５１】
　次いで、スピンコート法を用いて全面に感光性樹脂を塗布して層間絶縁膜とし、この層
間絶縁膜を所定のマスクを用いて露光した後、所定の現像液を用いて現像することによっ
て、ソース電極の分岐線に対するコンタクトホールを形成した。なお、便宜的に共通ソー
ス線に対してコンタクトホールが形成されている。
【００５２】
　次いで、スパッタ法によりＡｌ膜を全面に堆積させたのち、通常のフォトエッチング工
程を用いて所定の形状にパターニングすることによって、コンタクトホールを介してソー
ス電極の分岐線に接続する分割陽極を形成した。
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【００５３】
　次いで、マスク蒸着法を用いて画素開口部の底部に露出している分割陽極を覆う有機Ｅ
Ｌ層を形成したのち、再びマスク蒸着法を用いて有機ＥＬ層を覆う厚さが１０ｎｍのＡｌ
膜と、厚みが３０ｎｍのＩＴＯ膜を順次堆積させて共通陰極を形成し、各分割陽極に対応
する領域がそれぞれ分割画素部となる。
【００５４】
　この場合、有機ＥＬ層１３０は、分割陽極側から順に、正孔注入層として２－ＴＮＡＴ
Ａ（４，４’，４”－トリス（２－ナフチルフェニルアミノ）トリフェニルアミン）膜、
正孔輸送層としてα－ＮＰＤ〔Ｎ，Ｎ’－ビス（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル
－１，１’－ビフェニル－４，４’－ジアミン〕膜、発光層としてＡｌｑ３（８－キノリ
ノールアルミニウム錯体）を積層して構成した。
【００５５】
　次いで、全面にＣＶＤ法によりＳｉＮ膜、ＳｉＯＮ膜を順次堆積させて厚みが５００ｎ
ｍのバリア層を形成した。
　次に、バリア層１５０上に、光散乱層１７０を形成し、該光散乱層１７０上に、透明基
板としてガラス板１６０を貼り付けた。
　以上により、図２に示すＴＦＴ基板上１１０に陽極１２０、その上に順次有機ＥＬ層１
３０、陰極１４０、バリア層１５０、光散乱層１７０、透明基板１６０からなる有機ＥＬ
表示装置を作製した。
【００５６】
（調製例１）
＜高屈折率バッファー層用塗布液１の調製＞
　以下に示す処方の高屈折率バッファー層用塗布液１を調製した。
－高屈折率バッファー層用塗布液１の処方－
　・ジルコニア微粒子含有ハードコート組成液（デソライトＺ７４０４、ＪＳＲ株式会社
製）・・・１０００ｇ
　・ＵＶ硬化性樹脂（ＤＰＨＡ、日本化薬株式会社製）・・・３１０ｇ
　・シランカップリング剤（ＫＢＭ－５１０３、信越化学工業株式会社製）・・・１００
ｇ
　・メチルエチルケトン（ＭＥＫ）・・・２９０ｇ
　・メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）・・・１３０ｇ
【００５７】
（調製例２）
＜低屈折率バッファー層用塗布液１の調製＞
　以下に示す処方の低屈折率バッファー層用塗布液１を調製した。
－低屈折率バッファー層用塗布液１の処方－
　・シリカ超微粒子含有ハードコート組成液（デソライトＺ７５２６、ＪＳＲ株式会社製
）・・・１０００ｇ
　・ＵＶ硬化性樹脂（ＤＰＨＡ、日本化薬株式会社製）・・・３１０ｇ
　・シランカップリング剤（ＫＢＭ－５１０３、信越化学工業株式会社製）・・・１００
ｇ
　・メチルエチルケトン（ＭＥＫ）・・・２９０ｇ
　・メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）・・・１３０ｇ
【００５８】
（調製例３）
＜光散乱層用塗布液１の調製＞
　以下に示す処方の光散乱層用塗布液１を調製した。
－光散乱層用塗布液１の処方－
　・シリカ超微粒子含有ハードコート組成液（デソライトＺ７５２６、ＪＳＲ株式会社製
）・・・１０００ｇ
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　・ＵＶ硬化性樹脂（ＤＰＨＡ、日本化薬株式会社製）・・・３１０ｇ
　・シランカップリング剤（ＫＢＭ－５１０３、信越化学工業株式会社製）・・・１００
ｇ
　・二酸化チタン微粒子（富士チタン工業株式会社製、ＴＡ-２００、屈折率２．４以上
、平均粒径０．３９μｍ）・・・８５０ｇ
　・メチルエチルケトン（ＭＥＫ）・・・２９０ｇ
　・メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）・・・１３０ｇ
　前記高屈折率粒子としての二酸化チタン微粒子の屈折率は、２．４以上であることが知
られている。また二酸化チタン微粒子の平均粒径は、日機装株式会社製ナノトラックＵＰ
Ａ－ＥＸ１５０を用い、数平均粒径を測定した。
【００５９】
（調製例４）
＜光散乱層用塗布液２の調製＞
－ハードコート層塗布液の調製－
　ミキシングタンク内に、トリメチロールプロパントリアクリレート（ＴＭＰＴＡ、日本
化薬株式会社製）７５０．０質量部に、重量平均分子量１５，０００のポリ（グリシジル
メタクリレート）２７０．０質量部、メチルエチルケトン７３０．０質量部、シクロヘキ
サノン５００．０質量部、光重合開始剤（イルガキュア１８４、チバ・スペシャルティ・
ケミカルズ株式会社製）５０．０質量部、及びジ（ｔ－ブチルフェニル）ヨウドニウム・
ヘキサフルオロフォスフェイト２５．０質量部を投入し、撹拌した。次いで、孔径０．４
μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して、ハードコート層塗布液を調製した。
－光散乱層用塗布液２の調製－
　下記組成を混合して、光散乱層用塗布液２を調製した。
　・上記調製方法で得たハードコート層塗布液・・・１０００ｇ
　・二酸化チタン微粒子（富士チタン工業株式会社製、ＴＡ-２００、屈折率２．４以上
、平均粒径０．３９μｍ）・・・１１００ｇ
　前記高屈折率粒子としての二酸化チタン微粒子の屈折率は、２．４以上であることが知
られている。また二酸化チタン微粒子の平均粒径は、日機装株式会社製ナノトラックＵＰ
Ａ－ＥＸ１５０を用い、数平均粒径を測定した。
【００６０】
（調製例５）
＜光散乱層用塗布液３の調製＞
－ハードコート層塗布液の調製－
　ミキシングタンク内に、トリメチロールプロパントリアクリレート（ＴＭＰＴＡ、日本
化薬株式会社製）７５０．０質量部に、重量平均分子量１５，０００のポリ（グリシジル
メタクリレート）２７０．０質量部、メチルエチルケトン７３０．０質量部、シクロヘキ
サノン５００．０質量部、光重合開始剤（イルガキュア１８４、チバ・スペシャルティ・
ケミカルズ株式会社製）５０．０質量部、及びジ（ｔ－ブチルフェニル）ヨウドニウム・
ヘキサフルオロフォスフェイト２５．０質量部を投入し、攪拌した。次いで、孔径０．４
μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過してハードコート層塗布液を調製した。
－光散乱層用塗布液３の調製－
　下記組成を混合して、光散乱層用塗布液３を調製した。
　・上記調製方法で得たハードコート層塗布液・・・１０００ｇ
　・二酸化チタン微粒子（富士チタン工業株式会社製、ＴＡ－５００、屈折率２．４以上
、平均粒径０．４５μｍ）・・・１１００ｇ
　前記高屈折率粒子としての二酸化チタン微粒子の屈折率は、２．４以上であることが知
られている。また二酸化チタン微粒子の平均粒径は、日機装株式会社製ナノトラックＵＰ
Ａ－ＥＸ１５０を用い、数平均粒径を測定した。
【００６１】
（調製例６）
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＜光散乱層用塗布液４の調製＞
－ハードコート層塗布液の調製－
　ミキシングタンク内に、トリメチロールプロパントリアクリレート（ＴＭＰＴＡ、日本
化薬株式会社製）７５０．０質量部に、重量平均分子量１５，０００のポリ（グリシジル
メタクリレート）２７０．０質量部、メチルエチルケトン７３０．０質量部、シクロヘキ
サノン５００．０質量部、光重合開始剤（イルガキュア１８４、チバ・スペシャルティ・
ケミカルズ株式会社製）５０．０質量部、及びジ（ｔ－ブチルフェニル）ヨウドニウム・
ヘキサフルオロフォスフェイト２５．０質量部を投入し、攪拌した。次いで、孔径０．４
μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過してハードコート層塗布液を調製した。
－光散乱層用塗布液４の調製－
　下記組成を混合して、光散乱層用塗布液４を調製した。
　・上記調製方法で得たハードコート層塗布液・・・１０００ｇ
　・二酸化チタン微粒子（富士チタン工業株式会社製、ＳＴ－７００、屈折率２．４以上
、平均粒径１．０μｍ）・・・１１００ｇ
　前記高屈折率粒子としての二酸化チタン微粒子の屈折率は、２．４以上であることが知
られている。また二酸化チタン微粒子の平均粒径は、日機装株式会社製ナノトラックＵＰ
Ａ－ＥＸ１５０を用い、数平均粒径を測定した。
【００６２】
　以下の実施例及び比較例において、各層の屈折率は、以下のようにして測定した。
＜屈折率の測定＞
　各層の屈折率は、散乱粒子を含まない状態の塗布液を調液し、この塗布液をガラス上に
塗布し、紫外線で硬化させた後、反射分光膜厚計ＦＥ－３０００（大塚電子株式会社製）
で測定した。
【００６３】
（比較例１）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　前記低屈折率バッファー層用塗布液１を、厚みが３μｍになるように製造例１の有機Ｅ
Ｌ表示装置のバリア層上に塗布した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライド
ランプ（アイグラフィックス株式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３
００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して低屈折率バッファー層（屈折率１．４４０）を硬化
させた。該低屈折率バッファー層上に、片面に接着剤を塗布して接着層を形成したガラス
基板を貼り付けて、比較例１の有機ＥＬ表示装置を作製した。
【００６４】
（比較例２）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　前記光散乱層用塗布液１を、厚みが３μｍとなるように製造例１の有機ＥＬ表示装置の
バリア層上に塗布した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイ
グラフィックス株式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃ
ｍ２の紫外線を照射して光散乱層（屈折率１．４４０；ただし高屈折率粒子部分を除く）
を硬化させた。該光散乱層上に、片面に接着剤を塗布して接着層を形成したガラス基板を
貼り付け、比較例２の有機ＥＬ表示装置を作製した。
【００６５】
（実施例１）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　前記光散乱層用塗布液１を、厚みが０．３９μｍになるように製造例１の有機ＥＬ表示
装置のバリア層上に塗布した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ
（アイグラフィックス株式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍ
Ｊ／ｃｍ２の紫外線を照射して光散乱層（屈折率１．４４０；ただし高屈折率粒子部分を
除く）を硬化させた。
　次に、前記低屈折率バッファー層用塗布液１を、厚みが３．０μｍになるように光散乱
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層上に塗布した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフ
ィックス株式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃｍ２の
紫外線を照射して低屈折率バッファー層（屈折率１．４４０）を硬化させた。該低屈折率
バッファー層上に、片面に接着剤を塗布して接着層を形成したガラス基板を貼り付けて、
実施例１の有機ＥＬ表示装置を作製した。
　断面ＴＥＭ像から、粒子がほぼ一列に並び、粒子が光散乱層と低屈折率バッファー層の
界面に接触していることを確認した。また、光散乱層における高屈折率粒子の体積充填率
は４５％であった。
【００６６】
（実施例２）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　実施例１において、前記光散乱層用塗布液１を、厚みが０．４６μｍになるように有機
ＥＬ表示装置のバリア層上に塗布した以外は、実施例１と同様にして、実施例２の有機Ｅ
Ｌ表示装置を作製した。
　断面ＴＥＭ像から、粒子がほぼ一列に並び、光散乱層と低屈折率バッファー層の界面と
、低屈折率粒子の界面に最も近い点との距離が０～０．０７μｍの範囲であることを確認
した。また、光散乱層における高屈折率粒子の体積充填率は４５％であった。
【００６７】
（比較例３）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　実施例１において、前記光散乱層用塗布液１を、厚みが０．４９μｍになるように有機
ＥＬ表示装置のバリア層上に塗布した以外は、実施例１と同様にして、比較例３の有機Ｅ
Ｌ表示装置を作製した。
　断面ＴＥＭ像から、光散乱層と低屈折率バッファー層の界面と、高屈折率粒子の界面に
最も近い点との距離が０～０．１２μｍの範囲であることを確認した。また、光散乱層に
おける高屈折率粒子の体積充填率は４５％であった。
【００６８】
（実施例３）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　まず、光散乱性を有するディスプレイ用基板を作製した。前記光散乱層用塗布液１を、
厚みが０．３９μｍになるようにディスプレイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布
した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス株
式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照
射して光散乱層（屈折率１．４４０；ただし高屈折率粒子部分を除く）を硬化させた。
　次に、前記高屈折率バッファー層用塗布液１を、厚みが３．０μｍになるように前記光
散乱層上に塗布した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグ
ラフィックス株式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃｍ
２の紫外線を照射して高屈折率バッファー層（屈折率１．６２０）を硬化させた。
　断面ＴＥＭ像から、粒子がほぼ一列に並び、粒子が光散乱層と高屈折率バッファー層の
界面に接触している様子を確認した。また、光散乱層における高屈折率粒子の体積充填率
は４５％であった。
　作製した光散乱層及び高屈折率バッファー層付きのディスプレイ用基板を、製造例１の
有機ＥＬ表示装置のバリア層上にローラーで密着させ、実施例３の有機ＥＬ表示装置を作
製した。
【００６９】
（実施例４）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　実施例３において、光散乱層用塗布液１を、厚みが０．４６μｍになるようにディスプ
レイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布した以外は、実施例３と同様にして、実施
例４の有機ＥＬ表示装置を作製した。
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　断面ＴＥＭ像から、粒子がほぼ一列に並び、光散乱層と高屈折率バッファー層の界面と
、高屈折率粒子の界面に最も近い点との距離が０～０．０７μｍの範囲であることを確認
した。また、光散乱層における高屈折率粒子の体積充填率は４５％であった。
【００７０】
（比較例４）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　実施例３において、前記光散乱層用塗布液１を、厚みが０．４９μｍになるようにディ
スプレイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布した以外は、実施例３と同様にして、
比較例４の有機ＥＬ表示装置を作製した。
　断面ＴＥＭ像から、光散乱層と高屈折率バッファー層の界面と、高屈折率粒子の界面に
最も近い点との距離が０～０．１２μｍの範囲であることを確認した。また、光散乱層に
おける高屈折率粒子の体積充填率は４５％であった。
【００７１】
（実施例５）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　まず、光散乱性を有するディスプレイ用基板を作製した。前記光散乱層用塗布液２を、
厚みが０．３９μｍになるようにディスプレイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布
した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス株
式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照
射して光散乱層（屈折率１．５１０；ただし高屈折率粒子部分を除く）を硬化させた。
　次に、前記高屈折率バッファー層用塗布液１を、厚みが３．０μｍになるように前記光
散乱層上に塗布した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグ
ラフィックス株式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃｍ
２の紫外線を照射して高屈折率バッファー層（屈折率１．６２０）を硬化させた。
　断面ＴＥＭ像から、粒子がほぼ一列に並び、粒子が光散乱層と高屈折率バッファー層の
界面に接触している様子を確認した。得られた光散乱層における高屈折率粒子の体積充填
率は４５％であった。
　作製した光散乱層及び高屈折率バッファー層付きのディスプレイ用基板を、製造例１の
有機ＥＬ表示装置のバリア層上にローラーで密着させ、実施例５の有機ＥＬ表示装置を作
製した。
【００７２】
（実施例６）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　実施例５において、光散乱層用塗布液２を、厚みが０．４６μｍになるようにディスプ
レイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布した以外は、実施例５と同様にして、実施
例６の有機ＥＬ表示装置を作製した。
　断面ＴＥＭ像から、粒子がほぼ一列に並び、光散乱層と高屈折率バッファー層の界面と
、高屈折率粒子の界面に最も近い点との距離が０～０．０７μｍの範囲であることを確認
した。また、光散乱層における高屈折率粒子の体積充填率は４５％であった。
【００７３】
（比較例５）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　実施例５において、前記光散乱層用塗布液１を、厚みが０．４９μｍになるようにディ
スプレイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布した以外は、実施例５と同様にして、
比較例５の有機ＥＬ表示装置を作製した。
　断面ＴＥＭ像から、光散乱層と高屈折率バッファー層の界面と、高屈折率粒子の界面に
最も近い点との距離が０～０．１４μｍの範囲であることを確認した。また、光散乱層に
おける高屈折率粒子の体積充填率は４５％であった。
【００７４】
（実施例７）
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－有機ＥＬ表示装置の作製－
　まず、光散乱性を有するディスプレイ用基板を作製した。前記光散乱層用塗布液３を、
厚みが０．４５μｍになるようにディスプレイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布
した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス株
式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照
射して光散乱層（屈折率１．５１０；ただし高屈折率粒子部分を除く）を硬化させた。
　次に、前記高屈折率バッファー層用塗布液１を、厚みが３．０μｍになるように前記光
散乱層上に塗布した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグ
ラフィックス株式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃｍ
２の紫外線を照射して高屈折率バッファー層（屈折率１．６２０）を硬化させた。断面Ｔ
ＥＭ像から、粒子がほぼ一列に並び、粒子が光散乱層と高屈折率バッファー層の界面に接
触している様子を確認した。得られた光散乱層における高屈折率粒子の体積充填率は４５
％であった。
　作製した光散乱層及び高屈折率バッファー層付きのディスプレイ用基板を、製造例１の
有機ＥＬ表示装置のバリア層上にローラーで密着させ、実施例７の有機ＥＬ表示装置を作
製した。
【００７５】
（実施例８）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　実施例７において、前記光散乱層用塗布液３を、厚みが０．５４μｍになるようにディ
スプレイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布した以外は、実施例７と同様にして、
実施例８の有機ＥＬ表示装置を作製した。
　断面ＴＥＭ像から、粒子がほぼ一列に並び、光散乱層と高屈折率バッファー層の界面と
、高屈折率粒子の界面に最も近い点との距離が０～０．２μｍの範囲であることを確認し
た。また、光散乱層における高屈折率粒子の体積充填率は４５％であった。
【００７６】
（比較例６）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　実施例７において、前記光散乱層用塗布液３を、厚みが０．５９μｍになるようにディ
スプレイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布した以外は、実施例７と同様にして、
比較例６の有機ＥＬ表示装置を作製した。
　断面ＴＥＭ像から、光散乱層と高屈折率バッファー層の界面と粒子の距離が０～０．１
４μｍの範囲であることを確認した。また、光散乱層における高屈折率粒子の体積充填率
は４５％であった。
【００７７】
（実施例９）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　まず、光散乱性を有するディスプレイ用基板を作製した。前記光散乱層用塗布液４を、
厚みが１．０μｍになるようにディスプレイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布し
た。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス株式
会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射
して光散乱層（屈折率１．５１０；ただし高屈折率粒子部分を除く）を硬化させた。
　次に、前記高屈折率バッファー層用塗布液１を、厚みが３．０μｍになるように前記光
散乱層上に塗布した。溶剤乾燥後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグ
ラフィックス株式会社製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃｍ
２の紫外線を照射して高屈折率バッファー層（屈折率１．６２０）を硬化させた。
　断面ＴＥＭ像から、粒子がほぼ一列に並び、粒子が光散乱層と高屈折率バッファー層の
界面に接触している様子を確認した。また、光散乱層における高屈折率粒子の体積充填率
は４５％であった。
　作製した光散乱層及び高屈折率バッファー層付きのディスプレイ用基板を、製造例１の
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製した。
【００７８】
（実施例１０）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　実施例９において、光散乱層用塗布液４を、厚みが１．２μｍになるようにディスプレ
イ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布した以外は、実施例９と同様にして、実施例
１０の有機ＥＬ表示装置を作製した。
　断面ＴＥＭ像から、粒子がほぼ一列に並び、光散乱層と高屈折率バッファー層の界面と
粒子の距離が０～０．２μｍの範囲であることを確認した。また、光散乱層における高屈
折率粒子の体積充填率は４５％であった。
【００７９】
（比較例７）
－有機ＥＬ表示装置の作製－
　実施例９において、前記光散乱層用塗布液４を、厚みが１．３μｍになるようにディス
プレイ用基板の光取り出し側の反対側の面に塗布した以外は、実施例９と同様にして、比
較例７の有機ＥＬ表示装置を作製した。
　断面ＴＥＭ像から、光散乱層と高屈折率バッファー層の界面と、高屈折率粒子の界面に
最も近い点との距離が０～０．３μｍの範囲であることを確認した。また、光散乱層にお
ける高屈折率粒子の体積充填率は４５％であった。
【００８０】
　次に、実施例１～１０及び比較例１～７の有機ＥＬ表示装置について、以下のようにし
て、輝度を評価した。結果を表１に示す。
【００８１】
＜輝度の評価＞
　各有機ＥＬ表示装置を２．０ｍＡ／ｃｍ２の定電流条件下で連続点灯し、輝度計（トプ
コン社製、ＢＭ５Ａ）を用いて正面輝度を測定した。
【００８２】
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【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、光取り出し効率が向上し、高い輝度を有し、ボトムエミ
ッション型有機ＥＬ表示装置、及びトップエミッション型有機ＥＬ表示装置のいずれにも
好適である。
【符号の説明】
【００８４】
　　　１　　　ＴＦＴ基板
　　　２　　　背面電極
　　　３　　　有機層
　　　４　　　透明電極
　　　５　　　透明基板
　１１０　　　ＴＦＴ基板
　１２０　　　陽極
　１３０　　　有機ＥＬ層
　１４０　　　陰極
　１５０　　　バリア層
　１６０　　　透明基板
　１７０　　　光散乱層
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